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【はじめに】ＶＬＳ（Ｖａｐｏｒ－Ｌｉｑｕｉｄ－Ｓｏｌｉｄ）成長法は、次世代以降のデバイ

ス構成要素として注目を集めている１次元構造半導体ナノワイヤを作製する技術として長年にわ

たり研究されているが、その成長メカニズムは完全には理解されていない。今回、特定の成長条

件で形成されるイレギュラーな形態のナノワイヤについて、モフォロジ、結晶性解析を行い、そ

の結果の考察からＶＬＳの成長機構の理解の深化を試みたので結果を報告する。 

【実験】スパッタを用いてＡｕ３ｎｍをＳｉ（１１１）基板上に形成し、ＬＰＣＶＤ装置でＳｉ

Ｈ４分圧を３３－２００ｍｔｏｒｒ、基板温度４５０－６５０℃条件でＶＬＳ法によりナノワイヤ

を成長させた。成長結果をＳＥＭ、ＴＥＭ、ＥＤＸ、ＸＲＤを用いて解析、分析した。 

【結果】高温、高圧条件で発生が顕著になる折れ曲がり（キンク）ナノワイヤは双晶に起因する

こと、また、低温、低圧で発生する湾曲ナノワイヤは酸化によるＳｉＯ２形成に起因することが、

ＴＥＭ、ＥＤＸ解析の結果で確認された。これらの結果と、異常発生頻度及び成長レートのナノ

ワイヤ径依存性等から、共晶液滴の過飽和状態がナノワイヤ形成過程に大きく関わることが示唆

された。講演では、反応速度、化学平衡の双方の観点からの解釈を併せ、ＶＬＳ法における相変

化、共晶液滴中の過飽和について説明する。 
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